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第 3 章では，本研究に用いた走査トンネル顕微鏡及び、低速イオン散乱装置について述べている D
第 4 章では， In/8i 系の水素誘起自己組織化に関する研究について述べている。 In/8i 系の表面上に原子状水素を
吸着すると 2 次元的に分布していたIn原子が 3 次元クラスターを形成する自己組織化がおこることを示している。ま
た，水素誘起自己組織化により，再配列した下地 8i の構造を観察し，未だに不明であった 8i (001) 4 X 3 -In 表
面の構造モデルを明らかにしている。
第 5 章では， Ge/8i 系の水素誘起自己組織化に関する研究について述べている。 8i (001) 2 X 1 -Ge 表面上に
原子状水素を吸着すると，モノハイドライドの形成により非対称であった Ge-Ge ダイマーが対称ダイマーになるこ
とと，そのダイマーボンド距離が2 .4λから 2.7 Å に伸びることを明らかにしている。また Ge/8i (001)表面上の水
素の飽和吸着量が 8i 表面上より少ないことを示している。
第 6 章では， 8b/8i 系の水素誘起自己組織化に関する研究について述べている。 8i (001) 2 X 1 -8b 表面上に原
子状水素を吸着すると 8b 原子が表面から脱離することが観察され，水素を利用した 8b 原子の選択エッチングの可
能性を示唆している。また， 8i (111) Y 3 X Y 3 -8b 表面上に原子状水素を吸着すると，水素の吸着量に依存し
表面の構造が (y3Xy3) → (2 X 1 )•( 1 X 1 )へと変化することを示している O


















とを明らかにしている o これまで， Si (11) v' 3 x 、/3-金属の初期界面への水素吸着において，金属原








未来の半導体プロセスの分野に寄与するところが大きし \0 よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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